
基于填谷电路的恒流式 LED

高压驱动电源的设计

来源 中国工控网 (转摘)作莉 时间 20 1O- 11 - 13 点.;-1:;. : 23 

0 引言

近年来， LED 盯且(古 LED 和驱动电源)作为一种节能月、保型照明灯且正在迅速推

广 被广泛llJ于阐读叮、手电筒 、 汽车为向灯 、 小!f'l聚光灯 阳、牌 、 迎筑轮廓且可顶阳明 、

便携式闪光灯、 医疗阳明&装1iti阳明灯等领域。 如何降低 LEO 驱动电源的总i皆波失且 ， 提高

且 J)J率网盘，且台重要的砚~意义.

l 功率因数与谐波失真

([)电路简单 ， 成本低廉. 将无源填谷整流滤波电路与 LNK306P 相匹配， 其砚J)J卒

网数较正"斗交流输入电ffi i1W1为 108-132V 时 ， 百I将J)J率网数提高到 0.92 以上 ， 最高可

达 O. 965 (所刑应的交流输入电!UJ 90V) 回满载条111 下的电源效率超过 85%。

(2)在交流输入端使用了直式 EMI ~i皮带 (CL 、 LL 、 L2 和 C2) ， RL 、 R2 为拙政电阻。

(3)利m晶体营 (VT， 2阳 906) 电路实现欠电压保护 a

(4)在监流桥与填谷电路之问增加了隔离二极管 VD5。
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副 2 H.t源与12奋电路的9" 呈现ALED高压I!动电l

全部由无源元器件构成的无源填谷电路如图 3 所示B 总共仅需使用 3Il二极管

(VD6~VD8) 、内只电解电样揣 ([3 、 (4)和一只电阻揣 (R3) , VD6~VD8 来用 lN4007 型陆整~t

营。 C3 与归的样fE必须相呀 ， 先J果用 22 \.1 F /200V 的电解电容器。 R3 选用 4 . 7Q 、2w ((.J 电

阻器 ， 开机时可限制 C3、时」的冲南电流。填谷电路的特点是口和 [4 以串联方式充电，

而以JI 1辑方式进行放电。 VD5 为隔离工极营， 有I将整流桥与填谷电路隔/4开。 世交流输入电

压的有敢值λ} " ， 盹值电lTs: j句 Up ， 1在流桥输山的脉动直流电l'h JJ UBR, VD5 右端电压JJ UA(此

四1 [3 和时上的且电1]; ) , 
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因 3 无源填谷电路

阶段一 在交流电正半间的上升阶段， 由于 UBR>UA 时 ， VD2 , VD3 , VD5 和 VD7 均

导题， 【lBR 就沿莉 C3→VD7-R3→旧的串联电路给口和 C4 克电， 同时向且我提供电流。 i匹

克电时间常数恨小!克电速度很快。

阶段二 当 UA 达到 UP 时 。 口、 日上的，\;].电压 UA=UP; 冈 C3 、 C4 的样坦相等.故

土特的压阵均为 UP/2。此时 VD7 导迪。而 VD6 和 VD8 被反向偏宜而甜JI: .

阶段三 当 UA 从IlP 开始下降时 vm 报止， 立即停止时口和 C4 克电。

阶段四 当 UA 阵.:E UP/2 时 ， VD5 、 VD7 :/)J 甜11:.. VD6 、 V回被正向偏置而变成导通

状志， C3、山上的电荷升到l迎it VD6 、 VD8 构成的JH在电路进刷版电维持负载上的电流不

变.

不难者出，且阶段一 直到阶段三， 都是由电网供电，除了向1且我捉供电流， 还

在阶段一主阶段二给口和 C4 充电 1 仅在阶段四由口、日上储存的电荷给负载供电a



且入负半周后 ， 在 VD5 导通之前. [3 、 [4 仍可对负载址行JI 联放电， 使负载电iik

基木保持恒定 . 时干 VDl 、 VD4 和 VD5 导迎后的悄况， 读莉可盎，lKt上立自行分听。
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因 4 主流输入电压u 主流输入电流iJ1... UA点的时序边形

一一二一-u." ."." "5. 1 V 王可+R， 川 (1 0- 8) 

从中可解出

R7 + 1飞 + 且，
u"..川川 " 5 . 1 Vx .:c一一←一一一-

D" \V ' , ~ 

1Ml1+ 1M l1 +220k l1 "5. 1V .. ... .. .一二 5 1.5V

220k l1 

上:1 MOSFET 导边时. VD9处于反 1;;) í制宜而极止，电流途经输出滤i且电容 C4 、 1h载且

储能电感 L2. 在向负载提供tJl走电流的同时 ， 还肯一部分电能储存在山上。当 阳)SFET 关

断时 . L2 产生的反 I~J 电动势使 VD9 导迦. L2 上的电能就屈过町9 riiJ 负载继续供电 JI 对 C8

克电. L附306P 来用开/共控制洼，当反馈到 FB 端的电流超过 49μA 时 ， 禁 11. MOSFET 在i革

开关问期内t作进入下 开关叫期后 。 再次对 FB 端的电流果样 :;ti电流小于 49μA. 则允

吁 MOSFET 工作 a 对输出电压的调节就是通过禁止(跳过)或使íìHl 共向j回来记成的 .

3 结束语


